
részecskefizikusok hõn áhított és régen megtervezett
ILC Nemzetközi lineáris ütköztetõjérõl, amely valósá-
gos Higgs-bozon-gyárként mûködne, és amelyet Ja-
pán talán meg is épít a nem túl távoli jövõben [9].
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GYULAI JÓZSEF, 1933–2021

Gyulai József 1933. augusztus 21-én született Hódme-
zõvásárhelyen, amelynek késõbb díszpolgára lett.

Gyulai József, Jóska egy rendkívül sokoldalúan mû-
velt ember volt, aki karmesternek és zeneszerzõnek
készült, majd a Szegedi Egyetemen félévkor iratkozott
be a matematika–fizika szakra. Neki a fél év bepótlása
nem okozott gondot. Egyetem után rövid ideig Hód-
mezõvásárhelyen (szülõvárosában) középiskolában
fizikát tanított, majd a Szegedi Tudományegyetemen
Budó Ágostonnal együtt lumineszcenciával és félveze-
tõkkel foglalkozott. Ösztöndíjjal a CALTECH-en dolgo-
zott elõször 1969-ben egy évet, majd több éven ke-
resztül vissza-visszatért Jim Mayerhez és csoportjához.
Itt kezdte el az ionimplantációs és Rutherford-vissza-
szórási spektrometriai (RBS) kutatásait. Bevallása sze-
rint ez volt életének legtermékenyebb idõszaka. Az
RBS olyan alkalmazását „találták ki”, amely életbevá-
góan fontos volt az éppen akkor formálódó, Si-alapú
integrált áramkör (IC) ipar számára. A cél az volt, hogy
a rétegek mélységfüggõ összetételének mérésére al-
kalmassá tegyék az RBS-t [1]. Gyulai József azzal nyert
elismerést, hogy egy olyan számítási trükköt javasolt,
amit sem Jim Mayer, sem Otto Meyer nem vett észre.
Ezen idõszak fontos eredményei közé tartoznak az
ionimplantálás nyomán keletkezõ rácskárosodás mér-
tékének és mélységi eloszlásának mérésére alkalma-
zott, a nagyenergiájú részecskék csatornahatásán
(channeling) alapuló módszer [2, 3] és a preamorfizá-
ció [2, 4, 5]. Eredményei közül az implantációval amor-
fizált Si-réteg epitaxiális visszanövesztését máig alapel-
járásként használja a félvezetõipar. Az implantálás
során keletkezõ kristályhibák, ezek kiküszöbölése –
vagy adott esetben, a célnak megfelelõ alkalmazása,
mint a preamorfizációs eljárásban – évtizedekig meg-
határozta Gyulai professzor szakmai pályafutását. A
nemzetközi mezõnyben is egyik legjelentõsebb képvi-
selõje volt az implantálás során keletkezõ kristályhibák
jellemzésének változatos módszerekkel [6, 7] és a hi-
bamérnökségnek (defect engineering) [8]. Késõbb
érdeklõdése az implantálás során, megvilágítás alkal-

mazásával, in-situ végzett hibamérnökségen [9], az
extrém nagy energiákon történõ rácskárosodások ku-
tatásán át [10], egészen az ionbesugárzással elõállított
szén nanocsövekig terjedt [11].

Gyulai Józsefnek köszönhetõ, hogy már a 70-es
években több tehetséges, fiatal magyar fizikus került
az USA top kutató helyeire, majd késõbb Erlangen-
be, ahol Gyulai professzor hosszabb ideig dolgozott
a német Fraunhofer Institut für Integrierte Systeme
(Erlangen) félvezetõeszköz-fizikai laboratóriumában
jó barátjával H. Ryssel professzorral együttmûködve.
Számos vendégprofesszori meghívást kapott, egye-
bek közt kutatott és tanított a Cornell Egyetem (Itha-
ca, NY) Anyagtudományi Központjában, a Université
Paris 7 Groupe de Physique des Solides laboratóriu-
mában, éveken át a Friedrich-Alexander Universität
és a német Fraunhofer Institut für Integrierte Sys-
teme (Erlangen) félvezetõeszköz-fizikai laboratóriu-
mában, majd az Osakai Egyetem Center for Quan-
tum Science and Technology under Extreme Condi-
tions csoportjában.

Itthon egy ionimplantációs program vezetõje lett.
Ekkor indultak meg a KFKI-ban a félvezetõkhöz kap-
csolódó anyagtudományi kutatások és analitikai fej-
lesztések, elsõsorban az ionimplantáció kutatása és az
ionimplantációs berendezés építése. Az eredménye-
ket – beleértve a SAFI ionimplantert is – az újpesti
Mikroelektronikai Vállalat gyártósorában hasznosítot-
ták. A KFKI Mikroelektronikai Kutatóintézetének ve-
zetését 1992 vette át, és a világtrendek ismeretében
nevét azonnal Anyagtudományi Kutatóintézetre vál-
toztatta. Mindig kitartó szószólója volt az anyagtudo-
mány árnyalt értelmezésének, a funkcionális anya-
goknak a szerkezeti anyagoktól való megkülönbözte-
tés fontosságának. Az Anyagtudományi Kutatóintézet,
1998-tól az egyesített Mûszaki Fizikai és Anyagtudo-
mányi Kutatóintézetként mûködött igazgatása alatt
2004-ig, azaz nyugdíjba vonulásáig. Utódaira (akiket
folyamatosan segített tanácsaival) már egy összefor-
rott intézet irányítása várt.
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Gyulai József a kutatóintézeti munka mellett a BME

fotó: Eifert János

Kísérleti Fizikai Tanszék egyetemi tanára, késõbb
professzor emeritusa volt. 1990-ben megválasztották a
Magyar Tudományos Akadémia levelezõ, 1995-ben
pedig rendes tagjává. Az Academia Europaea 2016-
ban választotta tagjává. Egy ciklusban az MTA Mûsza-
ki Tudományok Osztályának elnökhelyettese, majd
két ciklusban elnöke volt. A Miskolci Egyetem és a
Pannon Egyetem díszdoktora, a Magyar Mérnökaka-
démia tagja, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszte-
letbeli elnöke, a Gábor Dénes-díj kuratóriumi elnöke,
több szakmai társaság és egyesület vezetõségi tagja
volt. Számos szakmai elismerést (Akadémiai díj, Príma
díj, Gábor Dénes díj), több állami kitüntetést, mint a
Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal, illetve
Széchenyi díjat kapott.

Igen széles tudománypolitikai, közéleti szereplést
vállalt, amelynek során segítette munkatársait, külö-
nösen figyelt a fiatalokra. Szakmai karrierje alatt több
mint négyszáz tudományos közleményt, három alap-
mûvet, tizenegy könyvfejezetet publikált és tizenhá-
rom szabadalom társszerzõje volt.

Irigylésre méltó szellemi frissességét végig megtart-
va, hosszú, méltósággal viselt betegség után, életének
88. évében, 2021. február 12-én veszítettük el Jóskát,
ahogy mindannyian hívtuk õt.

Halála pótolhatatlan veszteség számunkra. Értékál-
ló eredményeket hagyott hátra a tudományban és fe-
lejthetetlen emlékeket hagyott ránk.

Biró László Péter, Pécz Béla
EK MFA
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